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É tude d’un polyme re fluorocarbone  comme mate riau de 

masquage pour la localisation du silicium poreux  

Contexte  

Le silicium poreux est un matériau innovant qui est utilisé dans de nombreuses nanotechnologies 

de pointes telles que la photonique, les biotechnologies 

ou la micro-électronique. Le matériau est rendu poreux 

par une gravure électrochimique, d’un échantillon de 

silicium, dans une solution à base d’acide fluorhydrique.  

Le GREMAN travaille depuis plusieurs années sur 

l’utilisation du silicium poreux dans des composants 

micro-électroniques et micro-sources d’énergie. L’une 

des applications visée est l’isolation électrique des 

dispositifs radiofréquences. En effet, l’ajout d’une 

couche poreuse sous ceux-ci permet de réduire les pertes 

des composants passifs à hautes fréquences et 

d’améliorer leurs performances [1]. Le silicium poreux 

est également intégré aux périphéries de composants de 

puissance. Dans ces deux cas, la localisation des zones 

poreuses est nécessaire.  

Objectifs du stage 

Le laboratoire a ainsi développé un procédé de masquage novateur, grâce à un polymère 

fluorocarboné, pour protéger les parties non-poreuses lors de la gravure électrochimique. Le polymère 

est déposé par plasma [2], puis retiré en fin de procédé par un plasma oxygéné. Les premiers travaux 

ont montré que le matériau fluorocarboné résiste à l’acide fluorhydrique pendant de longues durées et 

ce, même durant la réaction électrochimique. Cette technique permet donc la réalisation de zones 

localement poreuses indépendamment de la durée de gravure, ce qui la distingue des méthodes 

utilisées jusqu’à lors. Cependant, ce procédé prometteur récemment mis en place doit être fiabilisé. 

L’objectif du stage proposé est l’optimisation du procédé de masquage par fluoropolymère : de 

son dépôt sur le silicium jusqu’à son retrait, après réalisation de la couche poreuse. Pour cela, 

plusieurs tâches sont envisagées : 

 l’étude de l’adhérence du polymère sur silicium ; 

 l’identification de phénomènes pouvant entrainer des inhomogénéités lors du dépôt ; 

 l’étude des propriétés diélectriques du matériau ;  

 l’ajustement des conditions de retrait.  

Des alternatives au masquage par fluoropolymère pourront également être considérées. 

Profil souhaité et détails du stage 

L’étudiant, de niveau bac +4/5 de master ou école d’ingénieur, devra avoir des notions dans le 

domaine des matériaux et des procédés de fabrication en micro-électronique. Il doit faire preuve 

d’autonomie et de rigueur. La durée du stage est de 4 à 6 mois. Il est possible de débuter le stage à 

partir de février 2015. 

 

Vue en coupe du silicium poreux 
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